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発明の名称：ＡｌＮ分極反転構造の製造方法  

◆厚さ方向に分極した第１ＡｌＮ層上にＡｌＮを結晶成長させて、第１ＡｌＮ層とは分極が
 反転 した第２ＡｌＮ層を形成するので、第１及び第２ＡｌＮ層間の全面が概ね一様に
接合された構造となり、高い歩留まりを得ることができる。

◆ＦＦＡ法でなくても簡便な成長条件で-ｃAIN/+ｃAIN構造の作製が可能である。

研究概要・アピールポイント

◆厚さ方向に分極した第１ＡｌＮ層１１の
表面をＡｌ源ガス及びＮ源ガスが流通する
雰囲気に曝し、第１ＡｌＮ層１１上にＡｌＮを
結晶成長させて、第１ＡｌＮ層１１とは分極
が反転した第２ＡｌＮ層１２を形成するＡｌＮ
分極反転構造の製造方法。

【 第２ＡｌＮ層形成工程を示す図 】
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ＦＦＡ法（Face-to-Face Annealing）では
ＡｌＮの全面を接合させることが困難な
ため、歩留まりが低いという問題がある。
歩留まりが高いＡｌＮ分極反転構造の
製造方法を提供することを課題とする。
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